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Figura 1: Esquema ilustrativo de um ciclo de deposicao por
camadas atomicas (do inglés Atomic Layer Deposition — ALD) [1].
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Figura 2: (a) Amostras submetidas ao processo de limpeza padrao
utilizado na industria microeletrénica [2]. (b) Amostras submetidas a
atmosferas controladas de 80,, D, e °NH, para a realizacdo do pré-
tratamento. (c) Amostras com filmes dielétricos de HfO, depositados
por meio de ALD.
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Figura 3: Espectros de fotoelétrons Si 2p (u.a significa unidades
arbitrarias) obtidos por espectroscopia de fotoelétrons induzidos por
raio-x (XPS) em angulo sensivel a interface das amostras, apds os pré-
tratamentos. Os pontos representam os dados experimentais e as

curvas solidas as. componentes simuladas e suas respectivas somas.
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Figura 4: Espectros retirados de Deshpande et al. [3] (a) de
fotoelétrons Si 2p e O 1s obtidos por XPS de amostra de Si (sem
pré-tratamento) com filme dielétrico de HfO, (3,7 nm)
depositado por ALD. (b) Espectros de fotoelétrons de Hf 4f
obtidos por XPS na regidao superficial (90°) e interfacial (15°) da
amostra indicam a formagao de HfO, estequiometrico.
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Figura 5: Espectros de fotoelétrons Hf 4f obtidos por XPS em dois
angulos de deteccao de nossa amostra de Si com filme dielétrico
de HfO, (3 nm) depositado por ALD.

Conclusoes

Os pré-tratamentos foram realizados e as superficies das
amostras caracterizadas. Verificou-se a funcionalizacao das
mesmas, obtendo éxito em um primeiro momento.

A deposicao de HfO, por ALD nao foi bem sucedida, pois nao
obteve-se um filme estequiométrico, como era o objetivo.
Estamos investigando novos parametros de deposicao que
possibilitem uma otimizacao da mesma, capacitando o estudo
do efeito dos pré-tratamentos na deposicao.
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